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１．概要（Summary） 

DNA は半導体としての性質があり、トランジスタ特性を

示すことが知られている[1]。本研究は、DNAトランジス

タの作製において、トランジスタ特性の再現を示しつ

つ、インバータ回路や特性向上を検討し、研究に取り

組んでいる。今年度、広島大学微細加工プラットフォ

ームにて作製プロセスを進めてきた DNA Si-MOS 

FETの特性に関し、新たな事が解った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 スパッタ装置(Al用)、マスクレス露光装置 

【実験方法】 

DNA/Si-MOSFET 動作の主となる細線構造、Si ア

イランドを作製した SOI ウエハサンプルにスパッタ装

置(Al用)を用いてトランジスタの電極となる Alを成膜した。

このスパッタ装置は DC 電源を用いており、成膜条件は

Arガス、電流値 2.0 A、電圧 260 V、2.0×10-2 Torrであ

る。膜厚は 300 nm を目標とした。Si と接触するメタルを

成膜する際、自然酸化膜除去を考慮しなければならない。

そのため、成膜直前に0.5%HFを2分行った。また、基板

表面成膜後、裏面にも成膜した。次に、マスクレス露光装

置を用いてリソグラフィを行った。露光量は 350 mJ/cm2

である。リン酸、硝酸、酢酸の混合液にてAlをウェットエッ

チングし、電極を形成した。最後にレジストを除去して

DNA/Si-MOSFET を完成させた。その後、兵庫県立

大学の研究室にて測定を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1に作製した DNA/Si-MOSFET の特性を示す。 

ゲート電圧を正印加するに従い電流が増加し n 型伝

導を示したが、ゲート電圧制御性がよくない。電流値

から換算すると電極間に架橋した DNAは約 125本で

ある事が解った。ゲート電圧制御をゲートの正キャリ

ヤから DNA のπ電子で終端する電気力線で考える。

ゲートからの電気力線が電極間に架橋しなかった

DNA にも終端し、ゲート電圧制御が上手く働かなか

ったと推測される。以上の結果より、ゲート電圧制御

性を良くする為には電極間に高密度に DNA を架橋す

る必要がある。 
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Fig. 1. Electrical characteristics of 450bp 

 DNA/Si-MOSFET. 
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